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Pokial’ je autorom zname, priebeh takto definovanej funk-
cie nebol detailne Studovany. Tato praca je prispevkom k
rieseniu formulovanej tlohy.

Priebeh funkcie (2) bol Studovany na textirnom
difraktometri Siemens D5000. Primarny 1u¢ bol formo-
vany kolimatorom s priemerom 0,8 mm. Na sekundarne;j
strane bol inStalovany zakriveny grafitovy monochro-
mator. Pouzili sme 23 difrakcii praskového preparatu LaBg
v rozsahu uhlov 20, <21° - 149°>, Kazda difrakcia bola
nasnimkovana pri siedmich uhloch naklonu vzorky y: 2°,
5°,15°,30°,45°, 60°, 75°. Tym sme ziskali 161 bodov pre
zkonstruovanie priestorovej plochy, reprezentujucej funk-
ciu (2). Vysledky st znazornené na obr. 1. Body v A - Casti
obrazku su ziskané fitovanim experimentalne zmeranych
profilov difrakcii za pouzitia modifikovanej Lorentzovskej
funkcie pomocou programu ZDS [1]. Ako parameter
kazdej krivky vystupuje uhol naklonu y. Za uc¢elom zhlade-
nia tychto kriviek sme cez body prelozili polynomy
druhého stupna. Zobrazené st v Casti B. Zosietovanim
sme potom ziskali priestorovu plochu znazornenu v Casti
C.

Ako vidiet' z jednotlivych grafov, hodnoty FWHM st
z intervalu <0.2° + 0.7°>. Porovnanie tychto hodnét s
difrakciami meranymi na tenkych vrstvach, ako aj s
difrakciami ziskanymi z monokrystalovych podloziek nas
vedie k zaveru, ze krivky ziskané z LaBs maja prilis vysoké
hodnoty FWHM a nepredstavuju skutocnu pristrojovia
funkciu. Predpokladame, ze okrem defokusa¢ného vplyvu
uplatitujuceho sa pri naklonoch vzorky sa prejavuje aj
vplyv drsnosti povrchu praskového preparatu LaBg.
Podrobné porovnanie s tdajmi ziskanymi na difrakciach z
tenkych vrstiev a z monokrystalov bude publikované na
inom mieste.

Téato praca bola podporovana grantovou agenturou
VEGA (project No. 2/6057/99) a grantom Europskej
komisie (project INCO COPERNICUS IC15-CT96-
0735).
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Abstract

The thin epitaxial CeO, layer deposited on R-plane cut sap-
phire monocrystal was studied using ® - scans at selected
diffractions. The extremely narrow peak superimposed
onto the standard o - scan has been observed. The nature of
this peak is analysed, and conclusions regarding to the
microstructure and morphology of CeO, layer are drawn.
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V obdobi uplynulych niekol’kych rokov sa na oxid céricity
sustredila pozornost’ z hladiska jeho vyuzitia v katalyze,
ale najmi v technologii pripravy tenkych vrstiev. Tenké
epitaxné CeO, vrstvy sa vyuzivaju ako bufferové vrstvy
medzi zafirovou monokrystalovou podlozkou, ktorej
povrch je tvoreny R rovinou a tenkou supravodivou
vrstvou YBa,Cu;07.. CeO, vrstva zastavuje diftiziu medzi
zafirom a supravodivou vrstvickou a tiez umoznuje rast
vysoko kvalitnej epitaxnej supravodivej vrstvy.

Jeden z dolezitych parametrov pri posudzovani
mikroStruktiry tenkych epitaxnych vrstiev je stupen

prednostnej orientacie krystalitov. Pre postdenie tohoto
parametra sa vyuzivaju o scany. Na o scanoch zmeranych
na vybranej difrakcii CeO, sa pomerne ¢asto objavuje
extrémne uzke maximum, ktoré je nalozené na Standardny
tvar © scanu. Tento experimentalny fakt je mozné
interpretovat’ ako mimoriadne vysoku kvalitu prednostnej
orientacie v Casti tenkej CeO, vrstvy - bez mozaicnosti [1],
[2].

Pritomnost’ izkeho maxima méze byt spdsobena aj
nedostatoénou monochromati¢nostou rtg lu¢a. Uzke maxi-
mum je v takom pripade prispevkom, ktory je generovany
monokrystalovou podlozkou. Vznika difrakciou casti
Ziarenia s inou vlnovou diZkou ako je charakteristicka
vlnova dizka anédy, na systéme krystalografickych rovin
podlozky rovnobeznych s povrchom vzorky. V takom
pripade treba ® scan interpretovat’ ako vzajomné nalozenie
dvoch ® scanov - jednoho od vrstvy a jednoho od mono-
krystalovej podlozky. Problém rozlisenia medzi pripadom,
ked’ je uzke maximum generované z monokrystalovej
podlozky a pripadom, ked’ je prispevkom z tenkej vrstvy je
rieSeny v praci [3]. Na obr.1 je zobrazeny typicky tvar
takého o scanu - krivka a; velkost’ prispevku od mono-
krystalovej podlozky - b; difrakcia 002 na ktorej bol  scan
merany - vlozeny obrazok.
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Obr. 1

Pri vhodnych technologickych parametroch depozicie
cast CeO, vrstvy ma vlastnosti porovnatelné s mono-
krystadlom. Na o scane sa to prejavuje v tom, ze FWHM
uzkeho maxima je totozna s @ scanom ziskanym meranim
na kvalitnom monokrystali. Predstavuje teda pristrojova
rozliSovaciu funkciu.

Kvalita prednostnej orientacie Casti vrstvy prekonava
kvalitu prednostnej orientacie v polovodicovych vrstvach.
Na obr. 2 je vzdjomné porovnanie © scanov meranych na
monokrystali GaAs (pristrojova rozliSovacia funkcia), na
vrstve CeO, a na troch tenkych epitaxnych vrstvach
InGaAs deponovanych na podlozke GaAs. Tri polo-
vodicové vrstvy sa navzajom lisia velkostou misfitu Aa/a,
kde a je mriezkovy parameter. Ciselné idaje st uvedené v
legende obrazku. Z tychto udajov, ako aj z ich grafického
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zobrazenia je zrejmé, ze hodnoty FWHM vsetkych troch
polovodicovych vrstiev maju vzrastajuci trend v zavislosti
od narastania misfitu a su vo vsetkych troch pripadoch
vacsie, ako je pristrojova funkcia. Hodnota FWHM pre
CeO, vrstvu je identicka s rozliSovacou pristrojovou funk-
ciou zmeranou na krystali GaAs a je teda vyrazne mensia,
ako hodnoty pre tri polovodi¢ové vrstvy. Tento jav je
prekvapujtci, pretoze na rozdiel od polovodi¢ovych
vrstiev, ktoré su typické nizkou hodnotou misfitu, misfit
CeO, vrstvy oproti R-rovine zafiru ma vel'mi vysoku
hodnotu.

V percentudlnom vyjadreni, dokonald ¢ast’ vrstvy oby-
Cajne predstavuje 10-80% z celkového objemu tenkej
vrstvy. Tento pomer sa da zistit' zo vzajomného pomeru
ploch Sirokého a tzkeho maxima na ® scane. Da sa
vysledovat' zavislost poklesu objemu dokonalej casti
vrstvy so vzrastom celkovej hribky vrstvy. Tato zavislost’
moéze byt silne modifikovana zmenou kvality podlozky.
Vyraznej$i pokles percentualneho zastipenia dokonalej
Casti vrstvy, ktora je reprezentovand Gizkym maximom je
zretelny najma pri hrubkach vrstvicky nad 100 nm.

Pri analyze tvarov o scanov sme pozorovali dva rozne
typy. Znéazornené su na obr.3. Jeden je charakteristicky
superpoziciou dvoch diskrétnych maxim uzkeho a Siro-
kého- krivka a na obr.3., zatial' ¢o druhy plynule pre-
chadzal zo Sirokej do tzkej casti - krivka b na obr.3.
Podrobnejsi rozbor ukazal, ze tieto rozdiely st kontro-
lované mozai¢nostou monokrys§talovej podlozky. Na
kvalitnejsich podlozkach ktoré boli bez mozaicity sme z
vrstiev ziskavali ® scany typu a. Ak sa v podlozkach zistila
vyraznej$ia mozaicita ® scan bol typu b. Je zrejmé, ze
vysoka kvalita monokrystalu pouzitého ako podlozka je
jednym z kIai€ovych parametrov kontrolujicich rozorien-
tovanie krystalitov v tenkej vrstve. Tenka vrstva napriek
svojmu velkému misfitu vo¢i R rovine zafiru zrejme
kopiruje smer rastu a mozaicnost monokrystalovej pod-
lozky.
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Obr. 2
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Na zédklade analyzy Laueho satelitnych maxim
difrakcie 002 z vrstiev roznej hrabky sme urobili zaver ze
hraubka dokonalej Casti vrstvy a Standartnej Casti je rov-
naka. Z toho vyplynul désledok, Zze vrstva ma pravdepo-
dobne stlpikova morfologiu. Neo¢akavané potvrdenie
tohoto zaveru sme ziskali z AFM snimkov tychto vrstiev.
Typicka morfologia je zobrazena na obr.4. Vel'mi zretelne
sa potvrdila stipikova morfologia. Granule viditelné na
povrchu vrstvy mézu byt vrcholy stipikov. Predpokla-
dame, 7e ¢ast tychto stipikov by potom bola Giastocne
rozorientovana a tvorila by Standardnu SirSiu ast’ ® scanu a
¢ast’ stipikov je priestorove identicky zorientovana a na @
scane generuje Uzke maximum.

Tato praca bola podporovana grantovou agenturou VEGA
(project No. 2/6057/99) a grantom Europskej komisie (pro-
ject INCO COPERNICUS IC15-CT96-0735).
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